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En électrophysique (cf. [4]), on sait que des charges en mouvement dans un conducteur perpendiculaire
à un champ magnétique h induisent une force équilibrée par un champ électrique transverse : c’est l’effet
Hall. En dimension deux, pour un conducteur de résistivité symétrique ρ, l’effet Hall se traduit par une
résistivité perturbée non symétrique ρ(h) qui, pour un champ h faible, s’écrit ρ(h) = ρ + rh J + o(h),
où r est le coefficient de Hall et J est la matrice de rotation de 90◦.

Pour un matériau fortement hétérogène de résistivité ρε, où ε représente la taille des hétérogénéités,
un faible champ h induit une résistivité ρε(h) vérifiant ρε(h) = ρε + rεh J + o(h), avec un coefficient de
Hall hétérogène rε. Le problème consiste alors à calculer le coefficient de Hall effectif r∗ obtenu à partir
de rε par homogénéisation de la microstructure lorsque ε tend vers 0. Bergman [1] a obtenu, dans le cas
périodique, une formule pour r∗ comme étant une moyenne ne faisant intervenir que le coefficient rε et
certains courants locaux obtenus en l’absence de champ magnétique (h = 0).

Dans cette étude [2], on étend l’approche de Bergman dans le cadre de la H-convergence de Murat-
Tartar [6] sans hypothèse de périodicité. On montre alors que le coefficient r∗ est égal à la limite du
produit du coefficient rε par le déterminant du correcteur P ε associé à ρε(0) (P ε est tel que la résistivité
homogénéisée ρ∗(0) est la limite de P ερε(0)). De cette formule, on déduit la propriété de positivité
suivante : si rε vérifie r1 ≤ rε ≤ r2, où r1 et r2 sont des fonctions continues données, alors r∗ vérifie
aussi r1 ≤ r∗ ≤ r2. En dimension trois, Briane et Milton [3] ont montré que ce résultat de positivité est
faux en général. Par ailleurs, dans le cas d’un matériau à deux phases isotropes, Milton [5] a obtenu une
formule explicite pour r∗ valable pour un champ h quelconque. On étend cette formule dans le cas de
composites anisotropes à deux phases interchangeables.
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